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VAXida manfxy differensial qarshilik mavjud bo`lgan, uch va undan ortiq p-n o‘tishlarga ega ko‘p qatlamli yarimo‘tkazgich asbob tiristor deb ataladi. Tiristoming S-simon VAXida tok ortishi bilan kuchlanish kamayadigan AV soha mavjud. Bu xolat 1 rasmda ko’rsatiladi
[image: ]	Tiristor ishlaganda ikkita muvozanat holatda bo‘lishi mumkin. Berk holatda tiristor katta qarshilikka ega va undan kichik tok oqadi. Ochiq holatda tiristor qarshiligi kichik va undan katta tok oqadi. Shundan yarimo‘tkazgich asbobning nomi (tira - eshik) qo‘yilgan. Tiristorlar radiolokatsiyada, radioaloqa qurilmalarida, avtomatikada manfiy o‘tkazuvchanlikka ega yarimo‘tkazgich asbob sifatida hamda tok boshqaruvchi kalitlar, energiya o‘zgartgichlaming bo‘sag‘aviy elementlari sifatida yoki boshlang‘ich holatda energiya iste’mol qilmaydigan asbob -triggerlar sifatida keng ishlatiladi.1 Rasm



Tiristorlar chiqishlari soniga qarab diodli (dinistor), triodli (trinistor) va tetrodli tiristorlarga bo‘linadi va to‘rt qatlamli p-n-p-n tuzilmadan mos ravishda chiqarilgan ikki, uch va to‘rt chiqishga ega bo‘ladi.
Tuzilma chekkasidagi p - qatlam anod (A), n - qatlam esa katod (K) deb nomlanadi. Anod va katod orasidagi n - va p - sohalar baza deb ataladi, ularga o'matilgan elektrodlar esa boshqaruvchi elektrodlar deb ataladi. Diodli va triodli tiristorlar tokni faqat bir tomonlama o‘tkazadi. Bu o‘z navbatida, tiristorlaming o‘zgaruvchan tokni boshqarish imkoniyatini cheklaydi. 0 ‘zgaruvchan tok zanjirlarida ikki tomonlama kalit sifatida sindstor (simmetrik tiristor) ishlatiladi. Simistor triak deb ham ataladi. Simistor p-n-p-n-p tuzilmaga va bir yoki ikki boshqaruvchi elektrodga ega.
Uchta p-n o‘tishga ega diodga o‘xshash ikki elektrodli asbob dinistor deb ataladi. Uning tuzilmasi 2a-rasmda, shartli belgilanishi esa 2b-rasmda keltirilgan. Dinistoming uchta p-n o‘tishi J1 J2 va J3 deb belgilangan.


[image: ]

Dinistor tuzilmasi (a) va uning sxemalarda shartli grafik belgilanishi (b).2 rasm

Tiristor dinistorga o‘xshash tuzilmaga ega bo‘lib, baza sohalaridan biri boshqamvchi bo‘ladi. Agar bazalardan biriga boshqaruvchi tok berilsa, mos tranzistorning uzatish koeffitsiyenti ortadi va tiristor ulanadi. Boshqaruvchi elektrod (BE) joylashgan sohasiga mos ravishda tiristorlar katod bilan va anod bilan boshqaruvchilarga ajratiladi. BE laming joylashishi va tiristorlaming shartli belgilanishi 3-rasmda keltirlgan.
[image: ]
Katod (a) va anod (b) orqali boshqariluvchi tiristor tuzilmasi va shartli belgilanishi 3 rasm

BE ga signal berilganda yopiluvchi tiristorlar ham mavjud. Bunday tiristorlaming BE toki tiristor uzilayotganda asosiy kommutatsiyalanayotgan tokka qiymat jihatdan yaqinlashgani uchun chegaralangan hollarda qo‘llaniladi.
Simistor - simmetrik tiristor bo‘lib, o‘zgaruvchan tokni kommutatsiyalashga xizmat qiladi. U reversiv to‘g‘rilagichlar yoki o'zgaruvchan tok sozlagichlari yaratish uchun ishlatilishi mumkin. Simmetrik tiristor tuzilmasi 4 a-rasmda, uning shartli belgilanishi esa 4 b-rasmda keltirilgan. Simistor tuzilmasi turli o‘tkazuvchanlikka ega beshta yarimo‘tkazgich qatlamdan tashkil topgan bo‘lib tiristomikiga nisbatan murakkabroq tuzilishga ega. Simistor VAXi 5-rasmda keltirilgan.
[image: ]4 rasm Simmetrik tiristor tuzilmasi (a) va uning shartli grafik belgilanishi (b).
[bookmark: _GoBack]Simistor VAXidan uning BE iga boshqaruvchi musbat impuls berilganda asbob ixtiyoriy yo‘nalishda ulanishi ko‘rinib turibdi. Boshqaruvchi impulsga qo‘yiladigan talablar, simistoming asosiy xarakteristikalari va uni belgilanish tizimi tiristornikidek. Simistorni umumiy BEli qarama-qarshi parallel ulangan ikkita tiristor bilan almashtirsh mumkin.
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5.9-rasm. Simistor VAX.

5.5. Boshqariluvehi to'g'rlagichiar

Bitta tirstorl boshqaruvehi to'g'rilsgichning eng sodda swemasi
5.10a-rasmda keltirilgan.

Tiristor ulanishi uchun ikia shart bajari
dagi Kuchlanish musa bo'lshi zarr (1ekin U v kuchlanishidan
Katta bo'lmasligi kerak) va BEga ochuvchi (okka mos musbat kuch-
lanish berilgan bo'lsh shart Biinchi shart eleir tammogning musbat
yarim davrida tarmoq kuchlanishi U (5.10b-rasm) uchun bejarladi,
ikkinchi shar baarilishi uchun tiristorning BEiga ochuvchi impuls Uocy
(5.10d-rasm) beriladi_ Tiristor ochilgandan so'ng BE o'zining boshga-
tish Nususiyatini yo'qotadi, shuning uchun anoddagi oniy kuchlanish
nolga teng borlganda uning o'chishi sodi bo'ladi.

Rezistv yuklama &y, dagi fleianmagan kuchianish impuislari
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5.1, Umumiy ma’lumotlar
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b ataladi, Auing qivmati o‘ndan
largacha oralig'ida bo'lishi mumkin
erensial qarshilik mavjud bo'lgan, uch va yaxshi kuchaytirish xossalariga ega

‘yadigan AV soha mavjud (5.1-rasm). i
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o flash.
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5.1-rasm, Tiristorning S ~ simon VAXi. jud

Tiristor ishlaganda ikkita_ muvozanat holatda bo'lishi mumkin.
Berk holsda tirstor Katta qurshilikka cga va undan Kichk tok ogadi.
Ochi holatda iristor qarshiligkichik va undan Katta tok oqadi. Shun-
dan yarimo'tkazgich asbobing nomi (ia - i) qoyilgan. Tiistorlar
radiolokatsyads, radioaloga qurilmalaida, aviomatikada manfiy o'tka-
wvchanlikka cga yarimo'tkazgich asbob siftida hamda tok boshaa-
ruvehi. kalitar, cnergiya o'zgartgichlaming bo'sag'aviy clementlari
sifuida yoki boshlang'ich holatda energiya ist'mol qilmaydigan asbob -
wiggerla ifatida keng ishlatadi

irstorlr chiishlrs soniga qarab diodi (dinistor), wodli (trinis-
tor) a terodliristorlarga bo'imadi va to° qatlamii popon tuziima-
dan mos ravishda chigarilgan kK, uch va to'rt chigishga ega bo'lad.
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Tuzilma cheRkasidag] p - qatlam anod (A), n — qatllam esa katod (K)
deb nomlanadi. Anod va katod orasidagi  — va p — sohalar baza deb
ataladi, ularga o' matilgan elektrodlar esa boshgaruvehi elektrodlar deb
ataladi. Diodli va riodli tiristorla (okni fagat bir tomonlama o'tkezad.

Bu o'z navbaida, fristorlarning of 2garuvchan tokni boshqarish imkoni-
yatini cheklaydi. O'zgaruvhan tok zanjirlrida ikKi tomonlama kalit
Sifatida simistor (simmetrik tirstor) ishlailadi. Simistor triak deb ham
ataladi. Simistor p-n-pnp tzilmaga va bir yoki ikkiboshqaruvehi

clektrodga cga.
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5.2. Diistor tuzilmasi va sblash prinsipl

Uchta pon o'ishga ega diodga o'sshash KK elektrodli asbob
dinistor deb ataladi. Uning tuzilmasi 52a-rasmda, sharti belgilanishi
esa 5.2b-rasmda kelirilgan. Dinistoming uchta p-n o'tishi J,, J va Jy
deb belgilangan.

b)

5.2-rosm. Dinistor twzlmasi (s) va uning sxemalarda
Shartl grafk belgilanishi ().

Dinistor sxemalarda o°zaro ulengan ikkita triodii tuzilma bilan. -
almashtiilgan holda. ko'rsatlishi mumkin. Dinistomi tashldl etuvchi
tranzistorlrga ajratiishi va o'zaro ulangan tranzisorlar bilan almash-
tirilshi 5.3-rasmda ko'rsatiigan.
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Boshqaruvehi clektrod (BE) joylashgan sohasiga mos ravishda
tirstorlar Katod bilan va anod bilan boshgaruvehilarga ajratiladi. BE
laming joylashishi va.tiristorlarning sharti belgilanishi 5.6-rasmda
kelirlgan.

5.6-rasm. Katod (2) va anod (b) orgali boshqariluvehi iristor
tuzilmasi va shartbelgilanishi.

BE ga signal berilganda yopiluvehi tiristorlar ham mavjud. Bunday
tiristorlarming BE toki_firistor uzlayotganda asosiy kommut
nayotgan tolcka giymat jihatdan yaqinlashgani uchun chegaralangan hol-
larda qo'llaniladi.

Tiristorning ulanish sxemasi va VAXsi S7-rasmda keltrilgan.
Tirstoming dinistordan forqi shunda-ki, ulanish kuchlanishi BE
zanjiridagi tokni o*zgartiib rostianadi. Shunday gilib, iisor ulanish
Kuchlanishi boshariladigan dinistorga ekvivalent,
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5.4, Simistor tuzilishi va ishlash prinsipi

chan tok sozlagichlari yaratish uchun ishlatilishi
ristor tuzilmasi 5.8a-rasmda, uning sharli belgilanishi esa 5 8b-rasmda

keltirlgan, Simistor wzilmasi turli o'tkazuvchanlikka cgabeshia

yarimotkazgich qatlamdan tashkil topgan bo'lib tiristornikiga nisbatan

‘murakkabroq tuzlishga ega. Simistor VAX § 9-rasmda keltirilgan.
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5.8-rasm. Simmetrik iristor tuzilmasi (2) va uning sharti grafik
belgilanishi (b).

Simistor VAXidan uning BE iga boshqaruvchi musbat impuls
berlgandaasbobixtyoryyo mlshd uanishi K

shaaruvehi impulsga oo'yiladigan wlablar, simistoming asosiy
xarekteristikalari va uni belgilanish tizimi tristomikidek. Simistorni
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